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Материал Параметр 

решетки, А

Разность 

электроотр.

Eg, eV

Ge 5,66 0,0 0,66

GaAs 5,65 0,4 1,42

ZnSe 5,67 0,8 2,70

CuBr 5,69 0,9 2,91

Изоэлектронные 

соединения со 

структурой 

сфалерита





Ширина запрещенной зоны 

Eg уменьшается при 

уменьшении разности 

электроотрицательностей 

(CdS->CdTe, ZnS->ZnSe) и 

уменьшении степени 

перекрывания электронных 

орбиталей (ZnS->CdS).



Способы изменения ширины 

запрещенной зоны (bandgap engineering)

GaPxAs1-x AlxGa1-xAs

GaAs AlAsx

0 1

Eg при 

300К, 

eV

1.4

2.2

0.38

Постоянный параметр решетки 5.658 0,004 A;

разность электроотрицательностей Ga и Al

x
0 1

5.40

5.70

Изменение параметра решетки по правилу Вегарда: 

5,45A (GaP)->5.65A (GaAs);

Разность атомных радиусов P и As

1.4

2.4

GaAs 1.4 eV

GaP 2.3 eV

AlAs 2.1 eV

0.45












